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o h: TLEATEEE 6.626 X 1034 J- s
o C: HiEIX 108 mM/s
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MEETERH

1. kY (Photo-absorption)

JtF E_photon > E_ g - iRA—EEFREF > i e-h ¥ - EA : XEZRE - KFaeE
CCD/CMOS image sensor

2. 25t (Photo-emission)
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AR (SI) RMEMWE (TREMZRL LED)
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B258: ABRLH

AlGaAs 1.42-2.16 880-620 AL
GaAsP 1.42-2.26 880-550 AR
AllnGaP 1.9-2.6 650-470 4% 4
INGaN 0.65-3.4 365-650 UV & %
AIGaN 3.4-6.2 200-365 uv

23t LED BymiguE

A. B3 LED + EE &% H

o &% INGaN 3% LED + YAG:Ce #3#
s I NEE

o sEE 4 CRl ~ 70-95

B. 4T + 4 + &5 =F& LED

 REIHEE

s BRAE - BEBEKX

LED B ## R &

1. Ig=E R V_F

FAR) ) 1.2V

4T 1.8-2.2V
=4 2.0-2.4V
%/H8 3.0-3.4V
uv 3.5-4.0V

2. |g=EF I_F

o &4 5mm LED : 20 mA

* 5=E : 50-100 mA
s KINE (1IW) :350mA
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%288 KBRM
* KIIE (3W) :700 mA
* HBRINE : 1A+

3.3%¢ti@EE (Lumen,Im)

8 [ ABRBN) BOKE -

4. 3RWE (IM/W)

K i M

B 10-15Im/W

oy o4 60-100 Im/W

B1I% LED 100-200+ Im/W

WERABIR 683 Im/W (4t 555 nm #3k)

S. EeEtigg (CRI)

RFERVBEEERGERES > 0-100 - XAEE >80 WM/t >95-

6. @& (CCT)

* iEH : 2700-3000K
* B H : 4000K
* ;48 : 5000-6500K

LED RY1E FiBEEh

LED B TERmmf] - V_F AR (BRE / ®18) - ERESEE @ KRR

ESEMRERE (NINE)

— VCC_VF
R = -

AREIER
0 BJT/MOSFET B2 & B AR EI %

FBANER (BAE)
LM2596 ~ AL8805 ~ PT4115 % H f IC -
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KIDi= LED Ee#) (& PFC)
R A LED BB AHER : AC — PFC — [5afER — LED -

LED #24
Ko LED mEEmBEIRS (~125° C) - HE: - B (MCPCB) - #imK - A (X
%)

TJBES - RMIEED - RETH - BERE - BHAEME

g LED IC gasIge

» WS2812B / SKé812 : AT %3z E 4t RGB LED
* APA102 : SiEAIEHE

* 5050 SMD : R A

e CREE XP-G3 : XINZE4H

e OSRAM Oslon : 5&EH

- E5 " 1HEE (Laser Diode, LD)

i)

H2 LED gy Al
LED B TB38Est) LD B IZHEEst)  (stimulated emission) -
LD #5845 - - L£IRPE (cleaved facets 5 DBR mirror) - 5## - 2 FH (Quantum Well) i

58 38 25

FiE

- B (R
- BT (R
- BABE

- BUEER

& B
o JE4i®E - 1310 nm ~ 1550 nm DFB / VCSEL
e CD/DVD/Blu-ray : 780/650/405 nm
¢ LiDAR : 905 nm ~ 1550 nm
e JtE : VCSEL
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o EHIE/ BER - IR ERES

M~ E_#REE (Photodiode)

TERIE

PN 3 PIN EERERE - RTREERES e-h#  HNREHAM : - EFHE N b - BRAM
P i - TR TR

TR

1. kxR, (Photovoltaic Mode)

ZRESIRE - AERELEER - MR - FEIE - KBREEEHZEEEN
2. &K (Photoconductive Mode)

REMRE » MRZEZIE : - FEIR - RIEELF - BRERE + HABKX

FAR S

1. 2FEE R (Responsivity)
BWENEEESDAER :

R=£;[NW]
75 PIN @ 850 nm: R =~ 0.5 A/W
2. BFHEN
SABETFEES D eht:
n="g

3. BBEi# (Dark Current)

EAREHRE (PA-NAKR) -

4. M ENINE (NEP)
RIEAERIRINE -
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S. BEEE
o — % PIN : MHz-GHz
* APD (Avalanche Photodiode) : EEEEB#ETHL S
* AR - R - EHEE

ER

o SeaimEYsR (PIN 5 APD)
o TV #ZiZE# UL (IR PIN)

* R EE (FHBEHRE)

s BREIMEIE (AIk/4H)

o T HIEE LIDAR

-~ KHaEEM (Solar Cell)

A
KEHPNZE (B PIN) - FEFHRGEEBTET -

T1E

BLITEEE » EEAE e-h HEHE  NEABNESET -
FARSE

1. &= V_OC

kil : -Si: =0.6V-GaAs: ~ 1.0V-ZiEm : EM

2. 451 EiR 1_SC

ELER N R -

3. E%xHAF (Fill Factor, FF)

Vel
EF = Ywelue
Voclsc

V_MP, I_LMP : S KThER T {EES -
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B258: ABRLH

4. MEN
n= P:,o/tlgtht
SERBREHRE
$ER ME (BE)
B 18-24%
ERW 16-20%
#f% Cdle 15-18%
CIGS 16-20%
E2EoR T 25%+ (RERE)
GoAs B HE 28%
£1E® -V 47.6% (B3kt)

MPPT (& KIIZEBHIEHE)

AGREEitt V- ERAERRRBTRMREL - EXMERHFRE V_OC hFR .5C - FEER

mc

=R MPPT: - P&O (Perturb and Observe) - Incremental Conductance - Constant

Voltage

ER

- BIEABEH (KW )
- KIBEERIS (MW %)
- HEER

- EEM - T

« loT BT (MW 4R)

7N~ CCD/ CMOS g1 RI=8

CCD (Charge-Coupled Device)

* REIER

First Solar



* mmE v KA
* BIFES - BES
CMOS Image Sensor

s MAER (FHMEHAE CMOS)
KT

s 5848 (I—RFRLADC - F5ERE)
o 217 P9 vs Rolling Shutter

BEGE

FE&%Z : - £LEZIRE - Reset EREE - Source Follower - Row Select - gE@ER (FEEMEF|
RGGB)

HH (BS)
RREEAS  BREBEER REETHE - BRFUFAIR -

H

&R (Stacked)
GREREERSERIERHEE (TSV EE) - MHZEXRBE -

+ - #iEESE (Optocoupler)

oo

LED + 3% 288 / Photodiode EM—#% - LIXBEE - BRE2IM -

‘

LED — — IEEA |

A K C E |
I

&
10N

* BRKE (TOXKEEEIHER)
* BA R Rk
s ZHimEE (ABAHE)
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B258: ABRLH

@A

nLoS

* PC817 : i@ tHB

* 6N137 / HCPL2630 : HiE5# (10 Mbps)
* TLP785 : 4 Mbps

* HCPL-3120 : IGBT Pg&ER 5f

BRE  BfREE=S
ADI/TI phBfufRizs (MBAHERBE) | - HEEMR (100 Mbps+) - HaR (xBEEEL) -
BARS

N~ ABETHERRE

& H HEE T

i 5 B 5mm LED + [RiHEME
BZERER RGB LED #Ef&E (WS2812B)
R (RA/=ER) K Ifj% LED + driver IC

TV gl IR receiver module
REEEER TSL2591 &8

SAIEE DFB Laser + APD

LIDAR VCSEL Laser + SPAD/APD
Kz (BIE) B RIR

B 5 RE (FH) BSI CMOS

o] LED # + xE R

N~ AERE

IREZIRMR

o X EFERMZEER (RIT - 5
* [X] BITERMTEEMER LED (RiEaER)
* [x] LED HyRASR 1L RIEREREN F K
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° [X] E& " iREEE LED ByAEZER|
s X BRI METEEN

* [X] Ki5aEE AT V- HFFitEd MPPT
* [x] CMOS s {& =& Bl 25 B R

* [X] AR IRRERIE

B F i

1. BT EEESE LED LEATE LEDV_F & ?

2.LED RITEFE TEH) EETWAE EE] ?
. AE MW MefAEx) B eE&X] £57
4. BitEXEREENE A MPPT BEIE?

S. B uRRERS tRENCHANESR ?

fRE

1.ENXHEE g~ 27¢eV (InGaN)  £I% =~ 1.9eV (AIGaAs) - V_F & E_g tHEF

2. V_FHREHEAEGK (mV RE{L5IRRERKEL)

B ERE) 7 REFRHEIE IR E

3. 8K : BRE - HAREEE ; 8 kR BEEREREKX

4. kF%““#ﬁE@?kIﬂ&%E{Eﬁﬁﬁﬁtﬁﬂ ~mERL BE
i)

HEER SR (BLEDAR) - BEES (28

T—%

09-0EEEABEE.Nd — /T FERBERTE -

10/10

BERELIEREERLTHRXINE

> RSt


file:///Users/nelsonlai/sources/freelance/Hardware/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%A1%AC%E9%AB%94%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%95%99%E6%9D%90/02-%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%AF%87/09-%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%A6%82%E8%AB%96.pdf
file:///Users/nelsonlai/sources/freelance/Hardware/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E7%A1%AC%E9%AB%94%E5%AE%8C%E6%95%B4%E6%95%99%E6%9D%90/02-%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E7%AF%87/09-%E5%8D%8A%E5%B0%8E%E9%AB%94%E8%A3%BD%E7%A8%8B%E6%A6%82%E8%AB%96.pdf

	第 2 章 8：光電元件
	一、光與半導體的交互作用
	光子能量
	兩種主要交互
	1. 吸收（Photo-absorption）
	2. 發射（Photo-emission）


	二、發光二極體（LED）
	結構
	為什麼矽不能做 LED？
	白光 LED 的兩種做法
	A. 藍光 LED + 黃色螢光粉
	B. 紅 + 綠 + 藍三晶 LED

	LED 關鍵規格
	1. 順向電壓 V_F
	2. 順向電流 I_F
	3. 光通量（Lumen, lm）
	4. 發光效率（lm/W）
	5. 演色性指數（CRI）
	6. 色溫（CCT）

	LED 的恆流驅動
	簡易電阻限流（小功率）
	線性恆流
	開關式恆流（高效率）
	大功率 LED 驅動（含 PFC）

	LED 散熱
	經典 LED IC 與型號

	三、雷射二極體（Laser Diode, LD）
	與 LED 的差別
	特性
	應用

	四、光電二極體（Photodiode）
	工作原理
	工作模式
	1. 光伏模式（Photovoltaic Mode）
	2. 光導模式（Photoconductive Mode）

	關鍵參數
	1. 響應度 R（Responsivity）
	2. 量子效率 η
	3. 暗電流（Dark Current）
	4. 雜訊等效功率（NEP）
	5. 響應頻寬

	應用

	五、太陽能電池（Solar Cell）
	結構
	工作
	關鍵參數
	1. 開路電壓 V_OC
	2. 短路電流 I_SC
	3. 填充因子（Fill Factor, FF）
	4. 效率 η

	各類太陽能電池效率
	MPPT（最大功率點追蹤）
	應用

	六、CCD / CMOS 影像感測器
	CCD（Charge-Coupled Device）
	CMOS Image Sensor
	像素結構
	背照式（BSI）
	堆疊式（Stacked）

	七、光耦合器（Optocoupler）
	結構
	應用
	經典型號
	替代品：數位隔離器

	八、光電元件選用速查
	九、本章總結
	自我檢測
	解答

	下一章


